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N-Kanal-Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor TIS73, TIS74, TIST5

Symmetrischer Aufbau in Silizium-Epitaxial-Planar-Technik im Silect*-Gehause
Besonders geeignet als schneller Schalter und fiir Chopper-Anwendungen
Niedriger DurchlaBwiderstand: Rasion) = max 25 Q — TIS73

Kleiner Ipern = max 2 nA

Mechanische Daten
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1 — Source, 2 — Drain, 3 — Gate

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehause widersteht Lot-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anferderungen nach Methode 106B.

Absolute Grenzwerte

Drain-Gate-Spannung W0V
Drain-Source-Spannung +30V
Gate-Source-Sperrspannung —30 V

Gate-Strom in DurchlaBrichtung 50 mA

Maximale Verlustleistung bei 26 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1) 360 mwW

Maximale Verlustleistung bel 25 °C Drahttemperatur (Bem. 2) 500 mwW
Lagerungstemperatur —65 *C bis +150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause (10 5 Dauer) 250 °C
Bemerkungen:

1. Féllt linear bis zur Umgebungstemperatur von 150 °C ab. Ableitungskonstante 2,9 mW/°C.
2. Fillt linear bis zu einer Drahttemperatur von 150 °C ab. Die Drahttemperatur wird im Abstand von
1,6 mm vom Gehduse gemessen. Ableitungskonstante 4 mW/"C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Transistor TIS75

Datasheet

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen TIST3 TIST4 TISTS Ein-
min max min max min max helt
Umryess Gate-Source-Sperrspannung lg=—1pA, Ups=20 —30 —30 —30 "
lass Gate-Reststrom Ugg = =15V, Upg = 0 —z —z —2 nA
Ugg=—15V, Upg = 0, -5 —5 -5  pA
Ty = 100°C
IDern Pinch-Off-Drainstrom Ups =15V, Ugsg=—10V —2 —2 —2 nA
Upg=15Y, Ugs==10V, =5 =5 =5 A
Ty = 100°C
Ugstorn  Pinch-Off-Spannung Ups =15V, Ip=4nA —4 —10 -2 —6 —08—4 V
Ipss Drain-Strom Ups=15V, Ugs=10 50 20 100 B 80 mA
(Bem. 3)
Upstemy Drain-Source- lp = 20 mA, Ugs =0 0,75 W
DurchlaBspannung Ip=10maA, Ugs=10 0.5 W
Ip = 5 mA, Ugg =0 0.5 41
ras(ony  Drain-Source- Ugs =10, Ip =10, 25 40 &0 ]
DurchlaBwiderstand f=1kHz
Cr1s Eingangskapazitat Ugs = =10V, Ups = 0, 18 18 18 pF
f=1MHz
—Cioe Riickwirkungskapazitat Ugs = =10¥, Upg = 0, B B 8 pF
f=1MHz
Schaltwerte bei Ty = 25°C
Parameter Prifbedingungen TIST3 TIST4 TISTS Ein-
min max min max min max heit
tageny Einschalt- Upg = 10V, 20 mA (TIST3) & B 10 ns
Verzgerungszeit Ipgom® = 10 ma (TIS74)
5 mA (TISTE)
tr Anstiegszeit Ugsion) = 0, —10V (TIS73) 3 4 10 ns
Ugsfarn = — 6V (TIST4)
— 4V (TIST5)
tort  Awsschaltzeit (s. Bild 1) 25 50 100 ns
Bemerkung:

3. Impulsméalig gemessen: tp < 100 ms,
Tastverhaltnis = 10%.

*  Mennwerte
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Schaltzeitmessung

a0V . MElm Sl =
45401 (TI573) ] =10 V (TI573) o
953 02 (T1574) -5V (TI574) ( Eingang
1910 2 (T1575) =4 ¥ (TI573) bt
_'{-J . i:n
Eingang Ausgang
0% m Ausgang
Priffschaltung Spannungs-Signalformen
Bild 1
Bemerkungen:

a) Die Eingangs-Signalformen erzeugt ein Generator mit felgenden Kennwerten: Zausg = 50 @, Tast-
verhéltnis == 2%,

b) Die Signalformen werden mit einem Oszillographen mit folgenden Daten betrachtet: tr << 0,75 ns,
R!.lnr =1MQ, C—Ei.nr = 25pF.

Typische Kennwerte
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Bild 2 Bild 3
Bemerkung:

4, Um eine ZerstGrung der Bauelemente zu vermeiden, wurde bei der Messung dieser Parameter fir
t=Z 5 5 eine Vorspannung angelegt.
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+) In der Schaltung von Bild 8 resultiert die mittlere Ausgangsspannung aus dem kapazitiven Durchgrii
des ansteuernden Gate-Signals.
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Prifschaltung Spannung-Signalformen

Bild 8 — MeBinformationen fir Bild 6 u. 7

Bemerkungen:

5. Die Schaltung von Bild 1 wird verwendet, wobel RL von 100 @ bis 10 kR ver@ndert wird. tp = 1 ps,
Tastverhéltnis = 29%.
6. Eingangswiderstand des Voltmeters, Rein = 10 M2,
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